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さらに， GaAs/ AIGaAs ヘテロ接合の 2 次元電子系と，その上に付けたゲートの聞の静電容量を精密に調べた。
量子ホール効果のプラトーが観測される条件下では，フェルミ準位はランダウ準位の局在領域にある。このときエッ
ジ状態だけにキャリアを供給できるため，静電容量は主としてエッジ・チャネルの面積で決まると考え，実験値から
エッジ・チャネルの幅をはじめて見積もった。また，フェルミ準位での電子の状態密度が静電容量に反映するという，
これまでに提唱されていたモテ守ルを否定した。
論文審査の結果の要旨
半導体界面の二次元電子系やメゾスコピック電子系は低温，磁場中で多彩な量子伝導現象を示すことで現在非常に
活発な研究対象になっている。音君は量子ホール効果に関わるエッジ電流の重要性に着目して，いろいろなサイズの
二次元電子系における電気伝導の非局所効果を極めて系統的に研究しゲート，端子，エッジ電流，バルク電流の役
割と相互関係を見事に解明した。新しい独自の方法によるエッジ電子のエネルギー緩和長，精密電気容量測定による
エッジ・チャネルの幅の決定など多くの新しい知見を得ている。
本論文は半導体物理学の分野に大きな貢献をするとともに，基礎と応用の諸分野に著しい影響を与えるもので，博
士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める。
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